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微纳加工实验室主要满足综合极端条件实验装置的用户及各系统测试所必

须的微纳结构与器件的制备需求。实验室包含百级洁净区和千级洁净区，其中百

级洁净区为黄光区，分为四个功能区域，可进行不同方式曝光、显影以及涂胶等

工艺过程；千级洁净区分为八个功能区域，可进行各种材料的光刻、沉积、刻蚀

等工艺过程及其微纳结构表征与物性测试。微纳加工实验室的主要工艺指标包括

电子束光刻最小线宽为 8 nm，紫外光刻最小线宽为 0.5 μm，激光直写分辨率为

600 nm，硅材料刻蚀最小线宽为 30 nm，硅材料刻蚀最高深宽比为 30:1，硅材料

刻蚀侧壁倾斜角度在 85°～92°可调。 

微纳加工实验室超净平台和仪器设备情况 
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微纳加工实验室主要性能指标 

主要功能 主要指标 

电子束曝光 最小线宽为 8 nm 

紫外曝光 最小线宽为 0.5 μm 

激光直写 分辨率为 600 nm 

硅材料刻蚀 

最小线宽 30 nm 

最高深宽比 30:1 

侧壁倾斜角度 85°-92°可调 

微纳加工实验室的仪器设备共有 43 台套：包括 4 台曝光设备、9 台沉积设

备、9 台刻蚀设备、10 台表征设备及 11 台辅助设备等。以下为各单元主要设备

介绍： 

1. 光刻单元 

光刻单元共计设备 4 台：高压电子束曝光机、电子束扫描/直写系统、激光

直写系统、接触式光刻机。 

（1）电子束光刻系统 

电子束光刻通过直写方式，在基底上制备光刻胶图形，具有超高分辨率、纳

米级精度及复杂图形等加工优势。下图分别为高压和低压电子束曝光系统的设备

照片。 

 

（2）激光直写和紫外光刻系统 

激光直写系统和紫外光刻系统分别用于直写和掩模版制备微米及亚微米尺

度的光刻胶图形，可用于各种功能材料的微米和亚微米结构与器件加工制备。下



图分别为激光直写系统和紫外曝光系统的设备照片。 

 

2. 沉积单元 

沉积单元共计设备 9 台：等离子体增强化学气相沉积系统、多腔室超高真空

磁控溅射系统、多腔室超高真空电子束蒸发系统、热蒸发镀膜机、原子层沉积镀

膜机、离子束溅射沉积系统、富氧电子束沉积系统、离子溅射仪、晶圆光刻预处

理系统。下图为多腔室超高真空-磁控溅射和电子束蒸发系统的技术参数。 

 

3. 刻蚀单元 

刻蚀单元共计设备 9 台：聚焦离子束刻蚀机、反应离子束刻蚀系统、电感耦



合等离子刻蚀系统（2 台）、反应离子刻蚀（2 台）、氩离子束刻蚀机、微波等离

子体刻蚀机、湿法刻蚀系统（2 台），其中主要刻蚀设备的照片和技术参数如下。 

（1）聚焦离子束刻蚀和反应离子束刻蚀系统 

 

（2）电感耦合等离子刻蚀系统 

 

4. 表征单元 

表征单元共计设备 10 台：原子力显微镜、台阶仪、精密移动台、金相显微

镜、数字显微镜、体视显微镜、薄膜应力仪、激光共聚焦显微镜、椭偏仪、白光

干涉仪。下图为原子力显微镜 (Dimension edge)的照片和技术参数，原子力显微

镜利用原子-分子间的作用力来观察物体表面微观形貌，是研究包括绝缘体在内

的固体材料表面结构的分析仪器。 



 

5. 辅助单元 

辅助单元共计设备 11 台：引线键合、激光划片机、砂轮切片机、快速退火

炉、程控旋涂匀胶机（2 台）、程控干胶仪（2 台）、干燥样品柜（2 台）、真空烘

箱。下图为引线键合仪的照片和技术参数，主要用于实现片内微纳器件之间的金

属引线连接。 

 

 

实验站联系人： 

张老师，邮箱：zhangzs@iphy.ac.cn。 


